MINISTERIO DA EDUCAQAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA(;AO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS FORMIGA
Rua S&o Luiz Gonzaga, s/n — Bairro Sao Luiz — Formiga MG — CEP 35.570-000

CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS
EDITAL ESPECIFICO 92/2018 - CAMPUS FORMIGA
PROVA OBJETIVA - PROFESSOR EBTT
AREA DA ENGENHARIA - FISICA

ORIENTACOES:

1. N3o abra o caderno de questdes até que a autorizacdo seja dada pelos Aplicadores;

2. A interpretacdo das questdes é parte do processo de avaliacdo, ndo sendo permitidas
perguntas aos Aplicadores de prova;

3. Nesta prova, serao 20 (vinte) questdes de multipla escolha, com cinco alternativas cada
uma, sempre na sequéncia a, b, ¢, d, e, das quais somente uma é correta;

4, As respostas deverdo ser repassadas ao cartao-resposta utilizando caneta na cor azul ou
preta dentro do prazo estabelecido para realizacdo da prova, previsto em Edital;

5. Observe a forma correta de preenchimento do cartdo-resposta, pois apenas ele sera
levado em considerac¢do na correcdo;

6. Ndo havera substituicdao do cartdo resposta por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato;

7. A marcag¢do de mais de uma alternativa em uma mesma questdo levara a anulagdo da
mesma;

8. Ndo sdo permitidas consultas, empréstimos e comunicagao entre os candidatos;

9. Ao concluir as provas, permaneca em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova.

Aguarde a autorizagdo para devolver o cartdo-resposta, devidamente assinado em local
indicado. N3do ha necessidade de devolver o caderno de prova;

10. O candidato ndo podera sair da sala de aplicagdo antes que tenha se passado 1h00min
do inicio da aplicagdo das provas. S6 serd permitido que o candidato leve o caderno de prova
objetiva apds 4h00min de seu inicio;

11. Os trés ultimos candidatos deverdo permanecer em sala até o fechamento da ata e
assinatura dos mesmo para fechamento da sala de aplicagao.






QUESTAO 01

Suponha que em uma regido limitada do espago tridimensional exista um vetor campo magnético dado por
B = [S(i +j+ IE)][mT]. Uma carga de prova ¢ = —6 mC é langada nessa regido de campo com um vetor
velocidade V = [2(2 + N][m/s].

Imediatamente apds o langamento, o valor do médulo da for¢ca magnética experimentada pela particula
eletricamente carregada é:

a. 96v2 uN
b. 192 mN
c.92 uN

d. 192v3 nN
e. 40 mN




QUESTAO 02
Considere as seguintes afirmac¢des sobre semicondutores:

I- Em um semicondutor intrinseco, o nimero de elétrons na banda de conducdo é igual ao nimero de lacunas
na banda de valéncia na temperaturaT = 0 K.

II- A condutividade intrinseca, proveniente de excitagdes térmicas, ocorre quando elétrons saltam para a
banda de valéncia deixando lacunas na banda de conducao.

IlI- Os semicondutores extrinsecos possuem impurezas de diversos tipos, e sua condutividade depende
significativamente da temperatura.

Esta(do) correta(s) a(s) afirmacdo(Ges):

a.lell, apenas.

b. | e lll, apenas.

c. Il e lll, apenas.

d. Nenhuma das afirmacdes.
e. Todas as afirmagdes.




QUESTAO 03

Uma onda plana uniforme com frequéncia de 100 MHz estd propagando em um meio sem perdas, ndo-
magnético com constante dielétrica igual a 81. Assinale a alternativa que corresponda, aproximadamente, a
velocidade de propagacdo da onda no meio, o comprimento de onda da onda no meio e a impedancia
intrinseca do meio, respectivamente:

a.0,11c; 330 mm; 42 Q.
b. 0,3¢c; 900 mm; 120 Q
c.0,11c; 330 mm; 377 Q.
d. 0,66¢c; 33 m; 42 Q.
e.c; 3m; 377 Q.




QUESTAO 04

Em um circuito LC série, os valores nominais do indutor e do capacitor sdo 50 nH e 5 pF, respectivamente.
No instante de tempo t = 0 s, toda a energia encontra-se armazenada no capacitor, que possui uma carga
de 2,5 uC. Assinale a alternativa que representa, aproximadamente, a menor quantidade de tempo possivel
para que toda a energia esteja armazenada, exclusivamente, no indutor.

a. 1,6 ns.
b. 2,4 ns.
c. 3,1 ns.
d. 0.8 ns.
e. 3,9 ns.




QUESTAO 05

Um circuito elétrico de resisténcia equivalente de 50 Q serd ligado a uma fonte de tensdo continuade 120 V.
Contudo, esse circuito ndo pode experimentar taxas de variagdo de corrente superiores a 8 kA/s durante o
periodo transiente. Com o intuito de atender as especificacdes desse projeto elétrico, pode-se associar em
série ao referido circuito resistivo um:

a. capacitor de 150 mF.
b. indutor de 400 mH.
c. indutor de 15 mH.

d. capacitor de 6 mF.

e. indutor de 750 mH




QUESTAO 06
Considere as seguintes situagdes:

I- Um elétron em uma célula fotoelétrica que, apesar de ter absorvido um féton, ndo consegue escapar do
material.

[I- Um néutron que incide em um nucleo e, apesar de possuir energia maior que a de ligacdo, ndo consegue
iniciar uma reacdo de fissdo nuclear.

Os fend6menos quanticos associados ao elétron e ao néutron sao, respectivamente:

a. absorcao e absorcao.

b. absor¢ao e difragao.

c. reflexao e reflexao.

d. absorc¢ao e tunelamento.
e. absorcao e reflexdo.




QUESTAO 07
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Com relacdo ao grafico acima, que representa as curvas I — V dos diodos convencionais de Ge, Si e GaAs,
considere as seguintes afirmativas:

I- Os valores aproximados das barreiras de potencial dos diodos de Ge, Si e GaAs sdao: 0,3V;0,7Ve 1,1V,
respectivamente.
II- A corrente de saturacdo dos trés diodos pode ser calculada pela seguinte expressdo matematica:
I =Ani2( Dp +i).

LpNg = LnNg
IlI- Comparando as curvas I —V do gréfico em questdo, pode-se verificar que o diodo de Ge apresenta o
menor valor de corrente de saturagdo Is, em relagdo aos demais diodos.
IV- A resisténcia interna dos trés diodos é menor do que 20 ().

Esta(do) correta(s) a(s) afirmacdo(des):

a.ll elll, apenas.
b.l eV, apenas.
c. I, Il elll, apenas.
d. Il elV, apenas.
e.LILllelV.




QUESTAO 08

Dos seguintes estados para um atomo de hidrogénio, correspondendo aos nimeros quanticos (n,l,m;), n o
principal, [ o orbital e m; o magnético, ndo é possivel o estado:

a. (3,0,0).
b. (3,1,—1).
c. (4,2,0).
d. (4,4,-2).
e. (3,2,2).




QUESTAO 09

Uma fonte de tensdo continua e ideal de 60V é conectada em série com um resistor e um capacitor,
inicialmente descarregado. No gréfico a seguir, pode-se visualizar o comportamento da corrente em fungao
do tempo do circuito em questao.
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Considere: n(0,70) = —0,36; In(0,60) ~ —0,51; In(0,50) = —0,69; In(0,25) =~ —1,4.

O intervalo de tempo aproximado para que o capacitor esteja, pelo menos, 99% carregado é:

a. 75 ms.
b. 15 ms.
c. 30 ms.
d. 45 ms.
e. 60 ms.




QUESTAO 10

Uma distribuicdo continua de cargas elétricas gera, em uma regiao limitada do espaco tridimensional, linhas
de campo eletrostatico, cujo vetor campo elétrico pode ser aproximado por:
E(x, y,z) = [(e‘4x)i— (5.279)j+ (6.Z_Z)E][N/CJ. Sabe-se que o potencial elétrico criado por essa
distribuigdo de cargas exibe valor de 6 VV no ponto de coordenadas A = 107+ 1] + 1k.

Baseado nessas informacgdes, a alternativa que corresponde ao valor do potencial elétrico no ponto de
coordenadas B = 101 + 1j + 3k é:

a.1v.
b.—1V.
c.=2V.
d.ov.
e.2V.




QUESTAO 11

Considere um capacitor, inicialmente descarregado, constituido de duas placas paralelas idénticas, cuja
distancia entre elas é muito menor que as suas dimensdes geométricas. As placas estdo imersas no vacuo e
centradas nas coordenadas P1 = (x = 0,y = — 0,5,z = 0)e P2 = (x = 0,y = +0,5,z = 0).

Esse capacitor é, entdo, conectado a uma fonte de tensdo continua. Assinale a alternativa que descreva
corretamente a direcdo do vetor densidade de corrente de deslocamento, o comportamento do médulo da
corrente de deslocamento e o plano de circulagio do campo magnético no interior do capacitor,
respectivamente, durante o processo de carregamento.

a. vetor nulo; constante; vetor nulo.
b. eixo y; variavel; plano xz.

C. eixo x; constante; plano xz.

d. eixo z; nulo; plano yz.

e. vetor nulo; nulo; vetor nulo.




QUESTAO 12

Um circuito RLC série é alimentado por uma fonte de tensdo alternada, v;(t) = 20cos(wt), conforme
ilustracdo abaixo. Os valores nominais de Ry, Lye C; sdo 5 Q, 30 mH e 3 pF, respectivamente.

I
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ut) (~) % I

Assinale a alternativa que corresponde ao valor aproximado da frequéncia de ressonancia deste circuito.

a. 1060 Hz.
b. 260 Hz.
c. 530 Hz.
d. 400 Hz.
e. 790 Hz.




QUESTAO 13

Um transistor p-n-p apresenta as seguintes especificagdes de fabricante:

Parametros Valores (mA)
Ig, 5,000
Iz, 0,010
Icp 4,980
Ien 0,001
Fator de transporte de base 0,996

Considerando que o dispositivo opera em regime estacionario, o valor aproximado do fator de amplificacao
do transistor é:
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QUESTAO 14

Uma espira circular constituida de prata e de raio R estd centrada na origem do referencial tridimensional,
cuja circunferéncia localiza-se no plano xy. Na regidao onde se encontra a espira, liga-se, entdo, um campo
magnético uniforme e de mddulo varidvel no tempo, o qual esta orientado na direcdo do eixo z.

Caso a espira inicial fosse substituida por outra constituida de silicio (Si) levemente dopado com impurezas
aceitadoras e de raio 2R, pode-se afirmar que os valores de forga eletromotriz induzida, corrente induzida e
o sentido da corrente induzida, respectivamente, nessa nova configuracao seriam:

a. aumentado; aumentado; inalterado.
b. inalterado; aumentando; alterado.
c. aumentado; reduzido; inalterado.

d. inalterado; reduzido; inalterado.

e. reduzido; aumentado; inalterado.




QUESTAO 15

Um fio cilindrico de comprimento muito longo e de raio 2R tem sua base centrada na origem do referencial
tridimensional, enquanto sua maior dimensao esta orientada ao longo do eixo x (ou versor ). Adicionalmente,
uma corrente constante de valor 91 percorre o fio no sentido negativo do eixo x.

Assumindo que o referencial tridimensional esteja orientado, para este problema, de acordo com as seguintes
relagdes vetoriais: kX i =j; jxk=1; i xj =k, o vetor campo magnético (§) no ponto de interesse
A = 0i—4Rj + Ok é:

ol ~
Py (+1).

a. B

b. B = 2ol (1F).

8TR
B = kol (_;
c.B—MR( 7).
—)_M _A
d. B =-2(-k).

o Uol ~
e.B Py +D.




QUESTAO 16

A equacdo de onda eletromagnética unidimensional, para o médulo do campo elétrico E(x,t), pode ser
escrita da seguinte maneira,

0%E(x,t) 1 0*E(x,t)
ax2  ¢? ot? '’

onde c é a velocidade da luz (3 X 108 m/s). A seguir s3o apresentadas fungdes de onda arbitrarias:

I-E(x,t) = Ale‘("‘“)z.
- E(x, t) = Aye~(x*+ct),
- E(x,t) = Azln(x — ct).

considerando A;, A, e A3 constantes reais. Assinale a alternativa que indique as fun¢des de onda que podem
ser consideradas mddulos de campos elétricos genuinos.

a.lell, apenas.
b. I e lll, apenas.
c. Il elll, apenas.
d.l, llelll.

e. Nenhuma.




QUESTAO 17

Uma barra unidimensional (delgada) de comprimento 4L esta eletrizada com uma carga de 16Q < 0, estando
situada ao longo do eixo x. Sabe-se que a extremidade direita desta figura geométrica esta localizada no
ponto de coordenadas A = (10L)7 + 0j.

A partir dessas informacdes, a expressdo do vetor campo elétrico produzido por essa distribui¢do uniforme
de cargas no ponto de coordenadas B = (8L)7 + (20 uL)j é, aproximadamente, dada por:

o B2
0 e ()
)
d e ()
e. 228 (—p).

" e, L?




QUESTAO 18

Para uma particula confinada em um pogo de potencial quadrado e infinito, a razdo entre as energias do
segundo estado excitado e o estado fundamental é:

oo T
O 2N




QUESTAO 19
Com relagdo aos semicondutores extrinsecos:

I- os de tipo n tém maior predominancia de elétrons e os de tipo p tém maior predominancia de lacunas.

II- os de tipo n tém maior predominancia de lacunas e os de tipo p tém maior predominancia de elétrons.

IlI- nos de tipo n, o nivel de Fermi esta mais préximo da banda de conducdo e nos de tipo p, o nivel de Fermi
estd mais préximo da banda de valéncia.

IV- nos de tipo n, o nivel de Fermi esta mais proximo da banda de valéncia e nos de tipo p, o nivel de Fermi
estd mais préximo da banda de conducao.

V- tanto nos de tipo n e p, o nivel de Fermi esta exatamente no meio do gap.

Esta(do) correta(s) a(s) afirmacdo(Ges):

a. lelll, apenas.
b. Il e lll, apenas.
c.lelV, apenas.
d. llelV, apenas.
e.leV, apenas.




QUESTAO 20

Para uma particula livre confinada a uma caixa cubica, o nivel com energia E , 3 possui o seguinte nimero de
estados degenerados e valor de energia, respectivamente:

14
a. O e E1'2,3 = ?El,l,l'

b. 6 e E1,2'3 = 14‘E1'1'1.

C. 0 € E1'2'3 = 14’E1'1'1.
14

d. 6 e E1,2'3 = ?El,l,l'

e. 3 e E1'2,3 = 6E1]1'1.




